Erginzungen zur Vorlesung ''Verbesserte Grundschaltungen'

Supersourcefolger: Kleinsignal-Ersatzschaltung
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Schaltungsrealisierung Supersourcefolger (Arbeitspunkt)
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Rail-to-Rail-Eingangsstufe

e o [Spud

Uy
I [l S <[ &
TjH—l |—>—|‘T3TT4‘!—<—| |—>—! T, T13_| Ucp F1 T4
[ | | |
210¢
Ue+ Ue- Ua
O—-s —O —O
Upp 0
210¢
| | !r Uen
H———{| T | T, |F—s—]
Ts Pl E“ 7i 8"5 Pl Ts Tll"j L:‘|T1z
Uy 1 -
I

I, ¢§ ﬁwo TﬁL_‘ Ty

Rail-to-Rail-Ausgangsstufe

B $ " T

Signal ~| T MI q

L
Ty
_|

Siéml . .HL
% [og o

VG_Skript-2




Ue,gl

1,9V 2,0V

1,8V

1,7V

|
6V

’

1

1, I5 v
pt-3

I3V 1,4V
VG_Skri

1’

1,2V

1,1V

Rail-to-Rail-Eingangsstufe: Strome und Steilheiten der Transistoren am Eingang
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Anhang: Temperaturmodell des Feldeffekttransistors

Das Temperaturverhalten des Feldeffekttransistors wird mit einem temperaturabhéingigen

Steilheitskoeffizienten B(T) und einer temperaturabhingigen Schwellspannung U, (T) modelliert.

32
@ {Uqs = Uy (1))’ mit - B(T)=Fy EETEJ

Ip

Uy (T)=Uy (Tp) —1“%[& -Tp)

Es existieren zwei gleichwertige Kleinsignalmodelle, die ineinander umgerechnet werden
konnen.

Modell mit gesteuerter Drainstromquelle

Das Kleinsignalmodell wird aus einer TAYLOR-Entwicklung gewonnen.
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dUgs Ugsa-To
mit AT =T -T,:
dID 3 2 DIDA mV iDT
— =23, 0 - [ +1 =
dT |y 1 o DA[E AT, \ B, K | AT
GSA>10
ip =Ip —Ipy =gy Higs tipy mit ugs = Ugs ~Ugsa

Die Ersatzschaltung (a) unten im Bild représentiert diese Gleichung.

Modell mit gesteuerter Gate-Source-Spannungsquelle

Die Modellgleichung wird nach der Spannung Ugg umgestellt und die TAYLOR-Entwicklung
vorgenommen.
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Die Ersatzschaltung (b) unten im Bild reprisentiert diese Gleichung. Aus einem Vergleich der
beiden Darstellungen folgt der Zusammenhang zwischen den Ersatzquellen uggt und ipr.
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Temperaturmodell des Feldeffekttransistors. (a) mit gesteuerter Drainstromquelle, (b) mit
gesteuerter Gate-Source-Spannungsquelle.
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